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法開発を第 2 の目的とした。 
 
[結果及び考察] 
1. ソース・ドレイン電極／半導体界面 1) 
ソース・ドレイン電極／半導体界面が有機トランジスタの電気特性に与える効果を調べるた
め、Dioctylbenzothienobenzothiophene （C8-BTBT）を活性層に用い、ソース・ドレイン電極に
Au と Au／MoOxを適用したトランジスタを作製した。Au 電極を適用した場合、閾値電圧やサブ
スレショルド係数が劣化した特性を示したのに対し、有機半導体層と金電極の間にキャリア注入
層として MoOxを挿入した素子では、それらの特性が劇的に改善され、電界効果移動度も二倍以
上上昇した [Fig. 1(a)]。TLM 解析の結果、MoOxを挿入した素子は、コンタクト抵抗とチャネル
抵抗成分が減少することがわかった [Fig. 1(b)]。コンタクト抵抗の減少は、Au と比較して仕事




























特性 (a)と TLM を用いて算出したコンタクト抵抗とチャネル抵抗 (b) 





特性との関係を明らかにすることを目的とした。Fig. 3(a)に、OTS と PTS 上に成膜した 8QT8
における Out-of-plane XRD の回折ピークを示す。主要な回折ピークは、2=2.66°に観測され、
d-spacing=3.32 nm に対応する。この値は 8QT8 が分子長軸を基板に対して立てた状態で配向し
ていることを示唆する。回折強度は OTS 上の 8QT8 のほうが PTS 上のそれに比べて強いことか
ら、OTS 上の 8QT8 膜は、良好な分子配列や結晶性を有することが明らかとなった。Figure 3(b)
に OTS と PTS 上に成膜した 8QT8 の紫外光電子分光スペクトル（UPS）を示す。PTS 表面上に
積層した 8QT8 の UPS のピークは、OTS 表面上のものに比べてより高束縛エネルギー側にシフ
トしている。8QT8 の UPS スペクトル位置が表面によって異なるのは、8QT8／SAM 界面にお
ける電荷移動の効果のためだと予想される。PTS は、ベンゼン環から構成されるため、OTS よ
りも高い電子親和力を有することにより、8QT8 から PTS への電荷移動が生じる。8QT8 は正に
帯電することで 8QT8／PTS 界面には界面電気二重層が形成される。PTS 上の 8QT8 の HOMO
バンドが OTS 上の膜のものと比較して高束縛エネルギー側に観測されたのはこのためである。
この界面電気二重層の効果は、トランジスタの電気特性にも影響を与える。電荷移動の効果によ
り PTS 上に成膜した 8QT8 はキャリア密度が増加するため、トランスファー特性における閾値
電圧が正方向にシフトする[Fig. 3(c)及び(d)]。これが原因となり、PTS 上に作製した有機トラン
ジスタにおいてはゲート電圧=0 V で大きなリーク電流が観測されたことが示唆される。また、
OTS 上の 8QT8 トランジスタのチャネル移動度は、PTS 上に作製したデバイスと比較して大き


















撥液層として機能する tetramethoxysilane と decyltrimethoxysilane の混合溶液をポリイミド
Fig.3 OTS と PTS 上に成膜した 8QT8 の out-of-plane XRD (a)と UPS スペクトル (b). 
OTS (c)と PTS 上(d)に作製した 8QT8 有機トランジスタのトランスファー特性. 
Fig.4 表面選択塗布による有機半導体のパターンニング (a), 電極と有機半導体層に表面選択塗布を適用
したオール塗布有機トランジスタ (b) 及びトランジスタ特性 (c). 
表面に塗布する。表面の撥液分子を除去するため、有機半導体を選択成長させたい領域のみにメ
タルマスクを介して VUV を照射する。親液性表面修飾分子として、PTS を選択領域表面に作
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